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【57】申請專利範圍
1.　一種製造一一氧化矽沉積物之方法，包含下列步驟：製備複數顆矽粉體；將該複數顆矽
粉體加熱至一第一溫度且維持一加熱時間，致使每一顆矽粉體表面形成一二氧化矽層，

該多顆矽粉體變成複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體；將該複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉
體置於一真空環境或一鈍態氣氛中且加熱至一第二溫度，致使每一顆二氧化矽殼/矽核複
合粉體的二氧化矽殼與矽核反應成一氧化矽且昇華成一一氧化矽蒸氣；以及收集且冷卻

該一氧化矽蒸氣，即獲得該一氧化矽沉積物。

2.　如請求項 1所述之方法，其中該複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體之一整體密度範圍為從
0.62g/cm3至 0.68g/cm3，該複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體之一 Si/SO2莫耳數比例範圍

為從 0.8至 1.2。
3.　如請求項 2所述之方法，其中該第一溫度之範圍為從 600℃至 900℃，該第二溫度之範
圍為從 1200℃至 1450℃。

4.　一種製造一一氧化矽沉積物之方法，包含下列步驟：製備複數顆第一矽粉體；將該複數
顆第一矽粉體加熱至一第一溫度且維持一加熱時間，致使每一顆第一矽粉體表面形成一

二氧化矽層，該複數顆第一矽粉體變成複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體；將該複數顆二
氧化矽殼/矽核複合粉體與複數第二矽粉體置於一真空環境或一鈍態氣氛中且加熱至一第
二溫度，致使每一顆二氧化矽殼/矽核複合粉體的二氧化矽殼與矽核以及每一顆第二矽粉
體反應成一氧化矽且昇華成一一氧化矽蒸氣；以及收集且冷卻該一氧化矽蒸氣，即獲得

該一氧化矽沉積物。

5.　如請求項 4所述之方法，其中該第一溫度之範圍為從 600℃至 900℃，該第二溫度之範
圍為從 1200℃至 1450℃。

6.　一種製造設備，包含：一爐體，其中複數顆第一矽粉體係置於該爐體內；一冷卻夾套，
係安置於該爐體之一第一頂部上且與該爐體之該第一頂部連通，該冷卻夾套具有一儲液

腔、一液體入口以及一液體出口；至少一沉積基板，係放置於該冷卻夾套內且與該冷卻

夾套之一內壁熱耦合；以及一真空抽氣裝置，係與該冷卻夾套之一第二頂部連通；其中
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該爐體將該複數顆第一矽粉體加熱至一第一溫度且維持一加熱時間，致使每一顆第一矽

粉體表面形成一二氧化矽層，該複數顆第一矽粉體變成複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉
體；該真空抽氣裝置接著持續運作將該爐體內以及該冷卻夾套內形成一真空環境；該爐

體接著將該複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體或將該複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體與新
添加的複數顆第二矽粉體一起加熱至一第二溫度，致使每一顆二氧化矽殼/矽核複合粉體
的二氧化矽殼與矽核反應或每一顆二氧化矽殼/矽核複合粉體的二氧化矽殼與矽核以及每
一顆第二矽粉體反應成一氧化矽且昇華成一一氧化矽蒸氣；一冷卻液體從該液體入口流

入該儲液腔從該液體出口流出，讓該至少一沉積基板之溫度低於一第三溫度，致使流經

該冷卻夾套內之該一氧化矽蒸氣沉積於該至少一沉積基板上形成一一氧化矽沉積物。

7.　如請求項 6所述之製造設備，進一步包含一第一檔板，係安置於該至少一沉積基板所圍
成之一空間之一上方，其中該一氧化矽蒸氣也沉積於該第一檔板上。

8.　如請求項 7所述之製造設備，進一步包含一第二檔板，其中該真空抽氣裝置係以一導管
與該冷卻夾套之該第二頂部連通，該第二檔板係安置於該冷卻夾套內靠近該導管以阻擋

該一氧化矽蒸氣被抽出該冷卻夾套。

9.　如請求項 8所述之製造設備，其中該複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體之一整體密度範圍
為從 0.62g/cm3至 0.68g/cm3，該複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體之一 Si/SO2莫耳數比

例範圍為從 0.8至 1.2。
10.   如請求項 9所述之製造設備，其中該第一溫度之範圍為從 600℃至 900℃，該第二溫度之

範圍為從 1200℃至 1450℃，該第三溫度為 400℃。
11.   一種製造設備，包含：一爐體，其中複數顆第一矽粉體係置於該爐體內；一冷卻夾套，

係安置於該爐體之一第一頂部上且與該爐體之該第一頂部連通，該冷卻夾套具有一儲液

腔、一液體入口以及一液體出口；至少一沉積基板，係放置於該冷卻夾套內且與該冷卻

夾套之一內壁熱耦合；以及一鈍態氣體供應裝置，係與該冷卻夾套之一第二頂部連通；

其中該爐體將該複數顆第一矽粉體加熱至一第一溫度且維持一加熱時間，致使每一顆第

一矽粉體表面形成一二氧化矽層，該複數顆第一矽粉體變成複數顆二氧化矽殼/矽核複合
粉體；該鈍態氣體供應裝置接著持續運作供應一鈍態氣體將該爐體內以及該冷卻夾套內

形成一鈍態氣氛；該爐體接著將該複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體或將該複數顆二氧化
矽殼/矽核複合粉體與新添加的複數顆第二矽粉體一起加熱至一第二溫度，致使每一顆二
氧化矽殼/矽核複合粉體的二氧化矽殼與矽核反應或每一顆二氧化矽殼/矽核複合粉體的二
氧化矽殼與矽核以及每一顆第二矽粉體反應成一氧化矽且昇華成一一氧化矽蒸氣；一冷

卻液體從該液體入口流入該儲液腔從該液體出口流出，讓該至少一沉積基板之溫度低於

一第三溫度，致使流經該冷卻夾套內之該一氧化矽蒸氣沉積於該至少一沉積基板上形成

一一氧化矽沉積物。

12.   如請求項 11所述之製造設備，進一步包含一第一檔板，係安置於該至少一沉積基板所圍
成之一空間之一上方，其中該一氧化矽蒸氣也沉積於該第一檔板上。

13.   如請求項 12所述之製造設備，進一步包含一第二檔板，其中該鈍態氣體供應裝置係以一
導管與該冷卻夾套之該第二頂部連通，該第二檔板係安置於該冷卻夾套內靠近該導管以

阻擋該一氧化矽蒸氣進入該導管中。

14.   如請求項 13所述之製造設備，其中該複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體之一整體密度範
圍為從 0.62g/cm3至 0.68g/cm3，該複數顆二氧化矽殼/矽核複合粉體之一 Si/SO2莫耳數

比例範圍為從 0.8至 1.2。
15.   如請求項 14所述之製造設備，其中該第一溫度之範圍為從 600℃至 900℃，該第二溫度

之範圍為從 1200℃至 1450℃，該第三溫度為 400℃。

(2)
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圖式簡單說明

圖 1係本發明之第一較佳具體實施例之方法的各個程序步驟流程圖。
圖 2係本發明之第二較佳具體實施例之方法的各個程序步驟流程圖。
圖 3係本發明之第一較佳具體實施例之製造設備的架構之示意圖。
圖 4及圖 5係圖 3所示製造設備處於製造一氧化矽沉積物不同階段的示意圖。
圖 6係本發明之第二較佳具體實施例之製造設備的架構之示意圖。
圖 7及圖 8係圖 6所示製造設備處於製造一氧化矽沉積物不同階段的示意圖。

(3)
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(4)
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